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fonction de la luminance souhaitée

(57) L’invention concerne un dispositif de régulation
de la tension de polarisation (Vpg ) de circuits de com-
mande de colonnes d’'un écran matriciel adaptés a sé-
lectionner des colonnes pour rendre conductrices les dio-
des électroluminescentes des colonnes sélectionnées et
d’une ligne sélectionnée, le dispositif comprenant un pre-
mier circuit de mesure (mi) fournissant un premier signal
de mesure (V)ax) représentatif de la tension la plus éle-
vée des tensions des colonnes sélectionnées ; un se-

Adaptation automatique de la tension d’alimentation d’un écran électroluminescent en

cond circuit de mesure (P";) fournissant un second signal
de mesure (V) représentatif de la tension la moins
élevée des tensions des colonnes sélectionnées ; et un
circuit d'ajustement (Ayax, Ayin: 52) adapté a diminuer
la tension de polarisation si le premier signal de mesure
est inférieur a un premier signal de comparaison et a
augmenter la tension de polarisation si le second signal
de mesure est supérieur a un second signal de compa-
raison.
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Description

Domaine de l'invention

[0001] Laprésenteinvention concerne des écrans ma-
triciels a affichage électroluminescent composés d’un
ensemble de diodes électroluminescentes. Il s’agit par
exemple d’écrans composés de diodes organiques
("OLED" de I'anglais Organic Light Emitting Display) ou
polyméres ("PLED" de I'anglais Polymer Light Emitting
Display). La présente invention concerne plus particulié-
rement la régulation de la tension d’alimentation des cir-
cuits de commande des diodes électroluminescentes de
tels écrans.

Exposé de I'art antérieur

[0002] La figure 1 représente un écran matriciel com-
portant n colonnes C, & C,, etk lignes L a L, permettant
d’adresser n*k diodes électroluminescentes d dont les
anodes sont connectées a une colonne et les cathodes
a une ligne.

[0003] Des circuits de commande de lignes CL4 a CL
permettent de polariser respectivement les lignes L, a
Ly. Seule une ligne est activée a la fois, et est polarisée
a la masse. Les lignes non activées sont polarisées a
une tension Vjigne.

[0004] Des circuits de commande de colonnes CC, a
CC,, permettent de polariser respectivement les colon-
nes C, a C,,. Les colonnes adressant les diodes électro-
luminescentes que I'on souhaite activer sont polarisées
parun courantaune tension Vg supérieure alatension
de seuil des diodes électroluminescentes de I'écran. Les
colonnes que 'on ne souhaite pas activer sont mises a
la masse.

[0005] Une diode électroluminescente reliée a la ligne
activée et 4 une colonne polarisée a Vg, est alors pas-
sante et émet de la lumiere. La tension Vj;4,e est prévue
suffisamment élevée afin que les diodes électrolumines-
centes reliées aux lignes non activées et aux colonnes
ala tension Vo ne soient pas conductrices et n’émet-
tent pas de lumiere.

[0006] Lafigure 2 représente un exemple classique de
circuit de commande de colonne CC et d’un circuit de
commande de ligne CL adressant respectivement une
colonne C et une ligne L reliées a une diode électrolumi-
nescente d de I'écran. Le circuit de commande de ligne
CL comprend un inverseur de puissance 1 commandé
par un signal de commande de ligne ¢, . L’inverseur de
puissance 1 comprend un transistor NMOS 2 permettant
de décharger la ligne L quand ¢, est au niveau haut et
un transistor PMOS 3 permettant de charger la ligne L a
la tension de polarisation Vjg,e quand ¢, est au niveau
bas.

[0007] Le circuit de commande de colonne CC com-
prend un miroir de courant réalisé dans le présent exem-
ple avec deux transistors 4, 5 de type PMOS. Le transis-
tor 4 constitue la branche de référence du miroir et le
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transistor 5 constitue la branche de duplication. Les sour-
ces des transistors 4 et 5 sont connectées a une tension
de polarisation Vpg_de l'ordre de 15V pour des écrans
OLED. Les grilles des transistors 4 et 5 sont reliées I'une
a l'autre. Le drain et la grille du transistor 4 sont reliés
I'un a l'autre. Le transistor 4 est donc monté en diode, la
tension source-grille (Vsg,) étant égale a la tension sour-
ce-drain (Vsd,). Le drain du transistor 4 est relié a la
source d’un transistor 6 de puissance de type PMOS. Le
drain et la grille du transistor 6 sont reliés I'un a I'autre.
Le drain du transistor 6 est relié a une borne d’'une source
de courant 7 dont l'autre borne est reliée a la masse
GND. Le courant traversant le transistor 4 est fixé par la
source de courant 7 qui fournit un courant I, dit de
"luminance".

[0008] Ledraindutransistor5estrelié alasource d’un
transistor 8 de puissance de type PMOS. Le drain du
transistor 8 est relié a la colonne C. Un interrupteur 9,
commandé par un signal de commande ¢, est adapté
arelier la grille du transistor 8 a la tension de polarisation
VpoL, par exemple lorsque le signal de commande ¢¢
est au niveau haut, et a la grille du transistor 6 lorsque
le signal de commande ¢¢ est au niveau bas. Quand le
signal ¢¢ est au niveau bas, le transistor 8 est passant
et la colonne C se charge jusqu’a atteindre la tension
VcoL- Quand laligne L et la colonne C sont activées, les
signaux de commande de ligne ¢, et de colonne ¢ sont
respectivementhaut etbas, la diode électroluminescente
d est passante et le courant traversant la diode est égal
au courant de luminance I . Le circuit de mise a la
masse de la colonne C lorsque le signal de commande
dc est au niveau haut n’est pas représenté.

[0009] Pour que le circuit de commande de colonne
CC fonctionne tel que décrit précédemment, il est néces-
saire que la tension Vpg, soit suffisamment élevée pour
que la recopie du courant I, soit correcte. La tension
de polarisation Vp, est égale a la somme de la tension
drain-source Vds, du transistor 2, de la tension V4 aux
bornes de la diode électroluminescente d, de la tension
source-drain Vsdg du transistor 8 et de la tension source-
drain Vsdg du transistor 5.

[0010] Quand la recopie du courant I\, est correcte,
le transistor 5 est en régime de saturation et la tension
Vsds est au minimum égale a la tension source-drain
Vsd, du transistor 4. Une recopie correcte du courant
dans la branche de duplication impose donc que la ten-
sion de polarisation Vpg, soitau moins égale ala somme
précédemment mentionnée quand le courant la traver-
sant est égal au courant de luminance I . Sila tension
de polarisation Vpq,_ est trop faible, le courant traversant
la diode électroluminescente d est inférieur au courant
I_um et la luminance des diodes est insuffisante.

[0011] Lecourantdeluminance I, fourniparlasour-
ce de courant 7 peut de fagon générale varier en fonction
de laluminance souhaitée pour I'écran. Quand le courant
de luminance | ), augmente, la tension source-drain
Vsd, du transistor 4 monté en diode augmente et la ten-
sion V4 de ladiode électroluminescente d augmente aus-
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si. Il s’ensuit que la tension de polarisation Vpq, doit étre
suffisamment importante pour que le transistor 5 soit en
saturation quel que soit le courant de luminance.
[0012] Toutefois, par soucid’économie d’énergie élec-
trique, on cherche a réduire la tension de polarisation
VoL, ce qui permet ensuite de réduire la tension Vjjgne
des circuits de commande de ligne.

[0013] |l existe des circuits de commande qui ont une
tension de polarisation Vpg, fixe et déterminée en fonc-
tion du courant de luminance |, ;) maximum souhaité.
L’inconvénient de tels circuits est leur forte consomma-
tion d’énergie électrique.

[0014] |l existe d’autres circuits de commande pour
lesquels la tension de polarisation Vpq varie en fonction
du courantde luminance I ;,, souhaité. Sile courant|
est faible, la tension Vpq_est faible etinversement. Tou-
tefois, il est nécessaire de prévoir une marge de sécurité
pour tenir compte du vieillissement des diodes électro-
luminescentes de I'écran. En effet, a courant égal dans
la diode électroluminescente d, la tension V4 aux bornes
de la diode augmente avec le temps. Pour une méme
luminance, correspondant a un courant de luminance
donné, la tension de polarisation minimale Vpg, néces-
saire augmente donc progressivement avec le temps.
Les économies d’énergie obtenues pour ces circuits ne
sont donc pas optimales.

[0015] Un objetde la présente invention est de prévoir
un dispositif de régulation de la tension de polarisation
de circuits de commande de colonnes fournissant une
tension de polarisation Vpq, la plus faible possible quel
que soit le vieillissement des diodes électroluminescen-
tes de I'écran.

[0016] Un autre objet de la présente invention est de
prévoir un dispositif de régulation de la tension de pola-
risation de circuits de commande de conception simple.

Résumé de l'invention

[0017] Pour atteindre ces objets, la présente invention
prévoit un dispositif de régulation de la tension de pola-
risation de circuits de commande de colonnes d’un écran
matriciel composé de diodes électroluminescentes ré-
parties en lignes et en colonnes, les circuits de comman-
de de colonnes étant adaptés a sélectionner des colon-
nes pour rendre conductrices les diodes électrolumines-
centes des colonnes sélectionnées et d’'une ligne sélec-
tionnée de I'écran matriciel, le dispositif comprenant un
premier circuit de mesure fournissant un premier signal
de mesurereprésentatifde la tension la plus élevée parmi
les tensions des colonnes sélectionnées ; un second cir-
cuit de mesure fournissant un second signal de mesure
représentatif de la tension la moins élevée parmi les ten-
sions des colonnes sélectionnées ; et un circuit d’ajus-
tement recevant les premier et second signaux de me-
sure et adapté a diminuer la tension de polarisation si le
premier signal de mesure estinférieur a un premier signal
de comparaison et aaugmenterlatension de polarisation
si le second signal de mesure est supérieur a un second
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signal de comparaison.

[0018] Selon un mode de réalisation de la présente
invention, le circuit d’ajustement comprend un premier
circuit de mémorisation, adapté a mémoriser le premier
signal de mesure pendant au moins la durée de I'afficha-
ge d’une image sur I'écran matriciel en 'absence de nou-
velle mesure du premier signal de mesure ; et un second
circuit de mémorisation, adapté a mémoriser le second
signal de mesure pendant au moins la durée de I'afficha-
ge d’une image sur I'écran matriciel en I'absence de nou-
velle mesure du second signal de mesure.

[0019] Selon un mode de réalisation de la présente
invention, le premier circuit de mesure est adapté a me-
surer la tension maximale parmi les tensions des colon-
nes de 'écran matriciel, le circuit de mesure comportant
un circuit de protection adapté a désactiver le circuit de
mesure pour chaque colonne associée a une diode élec-
troluminescente non conductrice.

[0020] Selon un mode de réalisation de la présente
invention, les circuits de commande de colonnes sont
réalisés sous la forme d’un miroir de courant comportant
une branche de référence et plusieurs branches de du-
plicationreliées ala tension de polarisation, chaque bran-
che de duplication étant reliée a une colonne, la branche
de référence comportant un transistor de référence a ef-
fetde champ de type PMOS dont la source est connectée
a la tension de polarisation, et dont le drain est relié a
une source de courant de référence fournissant un cou-
rant égal a un courant de luminance, la grille et le drain
du transistor de référence étant connectés ensemble. En
outre, chaque branche de duplication du miroir de cou-
rant comporte un transistor de duplication a effet de
champ de type PMOS dont la source est connectée a la
tension de polarisation et dont le drain est relié a ladite
colonne, les grilles des transistors de chaque branche
étant connectées ensemble.

[0021] Selon un mode de réalisation de la présente
invention, le premier circuit de mesure comprend, pour
chaque colonne, un transistor de protection a effet de
champ de type PMOS dont la source est reliée a la ten-
sion de polarisation et dont la grille est reliée au drain du
transistor de duplication de la branche de duplication as-
sociée a ladite colonne et un transistor de mesure a effet
de champ de type NMOS, dont le drain est relié au drain
du transistor de protection et dont la grille est reliée a la
colonne, les sources des premiers transistors de mesure
étant reliés a un point de mesure.

[0022] Selon un mode de réalisation de la présente
invention, la branche de référence comporte, en outre,
un transistor de puissance de référence a effet de champ
de type PMOS dont la source est connectée au drain du
transistor de référence, la grille et le drain du transistor
de puissance de référence étant connectés a la source
de courant de référence. Chaque branche de duplication
comporte, en outre, un transistor de puissance de dupli-
cation a effet de champ de type PMOS dont la source
est connectée au drain du transistor de duplication et
dont le drain est connecté a la colonne, et dont la grille
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est adaptée a étre connectée au drain du transistor de
puissance de référence pour sélectionner ladite colonne,
le premier signal de comparaison étantlatension au drain
du transistor de puissance de référence.

[0023] Selon un mode de réalisation de la présente
invention, le second circuit de mesure comprend, pour
chaque colonne, un transistor de mesure a effet de
champ de type PMOS dont le drain estrelié a un potentiel
de référence et dont la grille est reliée a la colonne, les
sources des seconds transistors de mesure étant reliées
a un point de mesure.

[0024] Selon un mode de réalisation de la présente
invention, le second signal de comparaison est égal a la
tension de polarisation diminuée d’une tension constante
déterminée.

[0025] La présente invention prévoit également un
écran matriciel comprenant des diodes électrolumines-
centes réparties en lignes et en colonnes et des circuits
de commande de colonnes adaptés a sélectionner des
colonnes pour rendre conductrices les diodes électrolu-
minescentes des colonnes sélectionnées et d’une ligne
sélectionnée, ledit écran matriciel comprenant en outre
un dispositif de régulation de la tension de polarisation
des circuits de commande de colonnes tel que décrit pré-
cédemment.

[0026] La présente invention prévoit également un
procédé de régulation de la tension de polarisation de
circuits de commande de colonnes d’'un écran matriciel
composé de diodes électroluminescentes réparties en
lignes et en colonnes, les circuits de commande de co-
lonnes étant adaptés a sélectionner des colonnes pour
rendre conductrices les diodes électroluminescentes des
colonnes sélectionnées et d’une ligne sélectionnée de
I’écran matriciel. Le procédé consiste a diminuer la ten-
sion de polarisation lorsque la tension la plus élevée par-
mi les tensions des colonnes sélectionnées estinférieure
a une premiére tension de comparaison et a augmenter
la tension de polarisation lorsque la tension la moins éle-
vée parmi les tensions des colonnes sélectionnées est
supérieure a une seconde tension de comparaison.
[0027] Selon un mode de réalisation de la présente
invention, les circuits de commande de colonnes sont
réalisés sous la forme d’un miroir de courant comportant
une branche de référence et plusieurs branches de du-
plication reliées alatension de polarisation, chaque bran-
che de duplication étant reliée a une colonne, la branche
de référence comportant un transistor de référence a ef-
fetde champ de type PMOS dontla source est connectée
a la tension de polarisation, la grille et le drain du tran-
sistor de référence étant connectés ensemble, et un tran-
sistor de puissance de référence a effet de champ de
type PMOS dont la source est connectée au drain du
transistor de référence, la grille et le drain du transistor
de puissance étant connectés a une source de courant
de référence fournissant un courant égal a un courant
de luminance prédéfini. En outre, le premier signal de
comparaison est la tension au drain du transistor de puis-
sance de référence et le second signal de comparaison
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est la tension au drain du transistor de référence.

Bréve description des dessins

[0028] Cesobjets, caractéristiques et avantages, ainsi
que d’autres de la présente invention seront exposés en
détail dans la description suivante d’'un exemple de réa-
lisation particulier faite a titre non-limitatif en relation avec
les figures jointes parmi lesquelles :

la figure 1, précédemment décrite, représente un
écran électroluminescent matriciel ;

lafigure 2, précédemment décrite, représente un cir-
cuit de commande de colonne et un circuit de com-
mande de ligne adressant une diode électrolumines-
cente d’'un écran ;

la figure 3 illustre un exemple de réalisation du dis-
positif de régulation selon la présente invention ; et
la figure 4 illustre un exemple de réalisation plus dé-
taillé d’'une partie du dispositif de la figure 3.

Description détaillée

[0029] Parsoucide clarté, de mémes éléments ont été
désignés par de mémes références aux différentes figu-
res.

[0030] La figure 3 représente un exemple de réalisa-
tion de circuits de commande de colonnes et du dispositif
de régulation selon la présente invention.

[0031] Les circuits de commande de colonnes com-
prennent un miroir de courant 40 composé dans le pré-
sent exemple d’une branche de référence b, et de n
branches de duplication by a b,. Chagque branche est
composée d'un transistor PMOS, P, pour la branche
de référence et P, a P,, pour les branches by a b,,. Les
sources des transistors de chacune des branches sont
connectées alatension de polarisation Vpg, etles grilles
sont reliées les unes aux autres. Le drain et la grille du
transistor P, de la branche de référence b, sont reliés
a une source d’'un transistor PMOS de puissance X.
La grille et le drain du transistor de puissance X, sont
reliés ensemble. Le drain du transistor X est relié au
drain d’un transistor NMOS N, La grille et le drain du
transistor N ¢ sont reliés ensemble. La source du tran-
sistor N, est reliée & une borne d’'une source de courant
de référence 42 en un point C,. L'autre borne de la sour-
ce de courant 42 est reliée a la masse GND. Par la suite,
on note V, la tension entre le point C et la masse
GND, V¢pasc la tension entre le drain du transistor X
et la masse GND et V) rror la tension entre le drain du
transistor P 4 et la masse GND.

[0032] La source de courant de référence 42 fournit
un courant de luminance | ;. Le drain de chaque tran-
sistor P;, i étant compris entre 1 et n, est relié a la source
d’un transistor de puissance PMOS X; dont le drain est
relié & une colonne C;. Chaque transistor de puissance,
Xief €1 X4 @ X, permet de maintenir la tension entre la
source et le drain du transistor, P et Py a P,,, corres-
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pondant dans la plage de fonctionnement de ce transis-
tor. La grille de chaque transistor de puissance X;, i étant
compris entre 1 et n, est reliée a une borne d’un inter-
rupteur |; & deux positions commandé par un signal ¢;
et adapté a relier la grille du transistor X; au drain du
transistor X, quand le signal ¢¢; est par exemple au
niveau bas, ou a la tension de polarisation Vpg, , quand
le signal ¢; est au niveau haut. Quand le signal ¢; est
au niveau bas, le transistor X; est passant et la tension
de la colonne C; se stabilise & la tension de fonctionne-
ment Vo ; de la colonne tandis que le courant I, cir-
cule dans la colonne. Les circuits de commande com-
prennent en outre, pour chaque colonne, un interrupteur
(non représenté) adapté a relier la colonne C, & la masse
GND.

[0033] La présente invention consiste a prévoir pour
chaque branche de duplication b;, i étant compris entre
1 et n, un premier circuit de mesure m; comprenant un
transistor PMOS P’;, dont la source est reliée a la tension
de polarisation Vpq et dont la grille est reliée au drain
du transistor P; de la branche de duplication b; corres-
pondante. Le drain de chaque transistor P’; est relié a la
source d’'un transistor PMOS de puissance X’; dont la
grille est reliée a la grille du transistor de puissance X;
de la branche de duplication b; correspondante. Le tran-
sistor de puissance X’; permet de maintenir la tension
entre la source et le drain du transistor P’; associé dans
la plage de fonctionnement de ce transistor. Le drain de
chaque transistor de puissance X’; est relié au drain d’'un
transistor NMOS N;, monté en suiveur, dont la grille est
reliée a la colonne C;. Les sources des transistors N4 a
N, sont reliées, en un point Cyax, @ une borne d’une
source de courant 44 dont l'autre borne est reliée a la
masse GND. On note V\x la tension entre le point Cyyax
et la masse GND. La source de courant 44 fournit un
courant de polarisation lpo, pour la polarisation des tran-
sistors NMOS N, a N,,. Un interrupteur 46, commandé
par un signal Ty, permet de relier le point Cyax @ une
borne d’un condensateur Cpy,ax dont l'autre borne est
reliée a la masse GND. La tension aux bornes du con-
densateur Cpyax attaque I'entrée inverseuse (-) d'un
amplificateur opérationnel Ay;px monté en comparateur.
L’entrée non-inverseuse (+) de 'amplificateur Ay ax est
reliée au point Cr. L’amplificateur Ay, 5 fournit un signal
de commande binaire Vpg| pigh-

[0034] Pour chaque colonne C;, i variant de 1 a n, on
prévoit un second circuit de mesure comprenant un tran-
sistor de type PMOS P"; dont la grille est reliée a la co-
lonne C; et dont le drain est relié a la masse GND. Les
sources des transistors P"; &4 P", sont reliées, en un point
Cuins @une borne d’une source de courant47 fournissant
un courant I'pg. pour la polarisation des transistors
PMOS P"; a P",. On note V), y la tension entre le point
Cuin et la masse GND. Un interrupteur 48, commandé
par le signal Toy, permet de relier le point Cy,y @ une
borne d’un condensateur Cp,y dont 'autre borne est
reliée & la masse GND. La tension aux bornes du con-
densateur Cpyn attaque I'entrée non-inverseuse (+)

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

d’un amplificateur opérationnel Ay, monté en compa-
rateur. L’entrée inverseuse (-) de I'amplificateur Ay, est
reliée a une borne d’'un générateur de tension constante
50, fournissant une tension constante Vggyp, dont
l'autre borne est reliée a la tension de polarisation Vpg, .
L’amplificateur Ay fournit un signal de commande bi-
naire VpoL | ow-

[0035] Les signaux de commande VpoL_High:
VpoL Low SONt fournis & un module d’ajustement 52 qui
modifie la valeur de la tension de polarisation Vpg, en
fonction des valeurs des signaux de commande.
[0036] L’invention consiste a réguler la tension de po-
larisation Vpq defagon que, pour chaque colonne active
C,, la tension de la colonne Vg ; suive au mieux la re-
lation suivante :

Vease < Veori € VMIRROR

[0037] En effet, si la tension Vg ; est inférieure &
Vcascs cela signifie que, pour la colonne C; considérée,
la tension de polarisation Vpg, est inutilement trop éle-
vée. Par ailleurs, si la tension Vg ; excéde Vyrror:
alors la recopie du courant dans la colonne Ci est incor-
recte puisque la tension source-drain du transistor P; est
inférieure a la tension source-drain du transistor P,.
[0038] Pratiquement, on utilise la tension la plus éle-
vée, notée Vo yax Parmiles tensions des colonnes ac-
tives C4 & C,, que I'on compare a la tension Vopgc pour
déterminer si la tension de polarisation Vpq est trop éle-
vée.

[0039] De fagon plus précise, lors d’une phase d’acti-
vation, la tension de chaque colonne C;, i variant de 1 a
n, se stabilise & une tension de colonne Vg ; pouvant
varier d’'une colonne & l'autre. Les transistors N, a N,
étant montés en suiveur, la tension V), suit la tension
la plus élevée Vo) max Parmi les tensions des colonnes
C, a C,,. Plus précisément, la tension V\,ax est égale a
la différence entre la tension Vg yax €t 1a tension grille-
source (imposée par lpg ) du transistor N; de la colonne
C, ayant la tension de colonne Vg, ; la plus élevée. L'in-
terrupteur 46 est fermé seulement lorsqu’au moins un
pixel d’'une ligne est sélectionné. Dans un tel cas, la ten-
sion Vax est appliquée aux bornes du condensateur
Chmax- La durée de fermeture de linterrupteur 46 peut
varier mais ne dépasse pas la durée d’'une phase d’ac-
tivation d’une ligne de I'écran pour éviter le décharge-
ment du condensateur Cyyax avecle courantlpg, . L'am-
plificateur Ay ax compare la tension Vyax avec la tension
V- Ceci revient & comparer la tension Vg max avec
la tension Vagc €n considérant que les tensions grille-
source du transistor N et des transistors N4 a N, sont
égales. L'amplificateur Ay ax fournit par exemple un si-
gnal de commande Vpg| g au niveau "0" lorsque la
tension Vyax est supérieure & la tension V ¢ et un signal
de commande Vpg,_ign @u niveau "1" lorsque la tension
Vuax est inférieure a la tension V.
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[0040] Parmi les colonnes actives, certaines peuvent
présenter un défaut du type pixel "ouvert". Un pixel
"ouvert" correspond a une coupure dans la liaison entre
la colonne et 'anode de la diode électroluminescente du
pixel ou a une coupure dans la liaison entre la ligne et la
cathode de la diode électroluminescente du pixel. Une
colonne C; ouverte étant a haute impédance, la tension
VcoLi de la colonne monte jusqu’a la tension de polari-
sation Vpg . La tension Vg yax serait alors égale a
VpoL, €€ qui serait incorrect.

[0041] Le dispositif selon I'invention permet de ne pas
prendre en compte une colonne ouverte pour la déter-
mination de Vo wax- En effet, dans le cas d’un pixel
"ouvert", par exemple le pixel de la colonne C4, lorsque
le transistor de puissance X, est passant, la colonne
étant ouverte et a haute impédance, la tension au drain
du transistor P, monte jusqu’a la tension de polarisation
VpoL- La tension sur la grille du transistor P’; est alors
égale a la tension de polarisation Vpg, et le transistor
P’, est bloqué. Aucun courant ne traverse donc le tran-
sistor P’4. Le transistor N, n’est alors plus alimenté et ne
peut charger le condensateur Cyyyax-

[0042] Toutefois, avec un tel dispositif, la tension
VcoLmax ainsi obtenue ne peut pas étre utilisée pour
déterminer si la tension de polarisation Vpg, est trop
faible. En effet, silatension de polarisation Vpg, devenait
trop faible, la tension Vg ; de chaque colonne C; active
serait égale a la tension de polarisation Vpg, si bien que
le transistor P’; associé serait bloqué. Le condensateur
Chmax serait alors déchargé par le courant Ip, et la
tension V ax pourrait diminuer en dessous de la tension
Vcasc indiquant donc, de fagon erronée, que la tension
de polarisation Vpg, serait trop élevée.

[0043] Pour déterminer si la tension de polarisation
VpoL est trop faible, on utilise la tension la plus faible,
notée Vo min: Parmi les tensions des colonnes actives
qui est obtenue séparément de la tension Vg yax- On
compare alors la tension Vg N @ la tension Vyrror
pour déterminer si la tension de polarisation Vpg, est
trop faible.

[0044] De fagon plus précise, les transistors P"; a P",
étant montés en suiveur, la tension V), suit la tension
la plus faible Vo iy Parmi les tensions des colonnes
actives C, a C,,. Plus précisément, la tension V, est
égale & la somme de la tension Vg N €t de la tension
source-grille du transistor P";de la colonne C; a la tension
Vcoumin- En théorie, si 'on pouvait considérer que la
tension grille-source du transistor P, était égale a la
tension grille-source du transistor P"; de la colonne C; &
la tension Vo pmine COmparer la tension Voo iy @ la
tension Vyrror Serait équivalent & comparer Vy,\ @
VpoL. Enpratique, pour tenir compte des dispersions des
transistors, on compare V), y @ une tension qui est infé-
rieure a la tension de polarisation Vpg de la tension
constante Vcoup, par exemple fixée & 300 mV. L’ampli-
ficateur Ay, compare la tension V), avec la tension
VoL - Vcowmp et fournit un signal de commande Vpg | ow
a"1" lorsque la tension V), est supérieure a la tension
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VpoL - Vecowmp et un signal de commande Vpg | o @ "0"
lorsque la tension V) est inférieure a la tension Vpg
- Veowe-

[0045] En combinant les informations fournies par les
signaux de commande Vpo high €t VpoL_Lows ON peut
traiter tous les cas de figures :

- premiercas : latension de polarisation Vpq, esttrop
faible pour le niveau de brillance souhaité, ceci cor-
respond a Vpg| pigh =0 et VoL 1ow =13

- deuxiéme cas : la tension de polarisation Vpq est
trop élevée pour le niveau de brillance souhaité, ceci
correspond @ Vpgy_pigh = 1 €t Vpg 10w =0 et

- troisieme cas : la tension de polarisation Vpq, est
correcte pour le niveau de brillance souhaitée, ceci
correspond @ Vpg,_pigh = 0 €t Vpg | ow = 0.

[0046] Les capacités des condensateurs Cpn et
Chmax sont suffisamment importantes pour limiter les
fuites au niveau de ces condensateurs au moins pendant
la durée correspondant a I'activation de toutes les lignes
de l'écran. Ceci permet de fournir une tension de
polarisation Vpg correcte méme dans le cas ou une
seule ligne deI'écran est éclairée lors de I'affichage d’'une
image sur I'écran.

[0047] La figure 4 représente un exemple de réalisa-
tion d’un circuit correspondant au comparateur Ay, et
a la source de tension constante V-

[0048] Le circuit comprend un transistor NMOS 50
dont le drain et la grille sont reliés a la tension de pola-
risation Vpg, . La source du transistor 50 est reliée & la
source d'un transistor PMOS 52. La grille et le drain du
transistor 52 sont reliés & une borne d’'une source de
courant constant 54 dont 'autre borne estreliée ala mas-
se GND. Le circuit comprend une résistance R ajustable
dont une borne est reliée a la tension de polarisation
VpoL et dont 'autre borne est reliée au drain d’un tran-
sistor NMOS 56. La grille du transistor 56 correspond a
I'entrée non inverseuse (+) de 'amplificateur A,y de la
figure 3. La source du transistor 56 est reliée a la source
d’un transistor PMOS 58. La grille du transistor 58 est
reliée a la grille du transistor 52 et le drain du transistor
58 est relié a la masse GND. Le drain du transistor 56
estrelié ala grille d'un transistor PMOS 60 dont la source
est reliée a la tension de polarisation Vpg, . Le courant
I_ow au drain du transistor 60 fournit le signal de com-
mande Vpg, | ow @8Prés une conversion courant-tension.
[0049] A titre d’exemple, supposons que la tension de
colonne Vg ¢ associée a la colonne C, a la tension de
fonctionnement la plus faible Vg yn- On considére que
la tension de la colonne C, doit rester inférieure a
VMIRROR C'est-a-dire a la somme de la tension Vpgc et
de la tension grille-source du transistor X, puisque au-
dela de cette valeur la recopie est mauvaise. La tension
VMIRROR €St aussi égale a la différence entre la tension
de polarisation Vpg et la tension grille-source du
transistor P Lorsque la tension Vo 4 atteint cette
limite, la tension Vp N appliquée aux bornes du
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condensateur Cpy,n est égale alatension Vpg, - VgSpef
+Vgspn4, C'est-a-dire égale a Vg, si'on considére que
les deux tensions grille-source sont identiques.

[0050] Tant que la tension V), est inférieure & Vpg,
le transistor 58 est bloqué et le courant |, est nul. Lors-
que la tension V) est supérieure a Vpg, un courant
circule dans le transistor 58 et donc dans le transistor de
puissance 60. Le courant I, issu du drain du transistor
60 peut alors étre transformé en tension pour obtenir le
signal de commande Vpg | ow- EN pratique, les tensions
grille-source des transistors P, €t P"y ne sont pas par-
faitementidentiques et on compare plutétla tension Vy
a la tension Vpg - Vomps OU la tension Ve est po-
sitive, pour tenir compte des dispersions sur les différents
transistors. On ajuste alors les dimensions des transis-
tors 50 et 56 et la valeur de la résistance R de fagon a
ajuster le gain du comparateur et la tension pour laquelle
il bascule.

[0051] Bienentendu, la présenteinvention est suscep-
tible de diverses variantes et modifications qui apparai-
trontal’homme de I'art. En particulier, le miroir de courant
peut étre réalisé avec un nombre plus important de tran-
sistors par branche.

Revendications

1. Dispositif de régulation de la tension de polarisation
(VpoL) de circuits de commande de colonnes d’'un
écran matriciel composé de diodes électrolumines-
centes réparties en lignes et en colonnes (C), les
circuits de commande de colonnes étant adaptés a
sélectionner des colonnes pour rendre conductrices
les diodes électroluminescentes des colonnes sé-
lectionnées et d’'une ligne sélectionnée de I'écran
matriciel, le dispositif comprenant :

- un premier circuit de mesure (m,) fournissant
un premier signal de mesure (Vyax) représen-
tatif de la tension la plus élevée parmi les ten-
sions des colonnes sélectionnées ;

- un second circuit de mesure (P") fournissant
un second signal de mesure (V) représentatif
de la tension la moins élevée parmi les tensions
des colonnes sélectionnées ; et

- un circuit d’ajustement (Ayax, Auvin, 52) rece-
vant les premier et second signaux de mesure
et adapté a diminuer la tension de polarisation
si le premier signal de mesure est inférieur a un
premier signal de comparaison et a augmenter
la tension de polarisation si le second signal de
mesure est supérieur a un second signal de
comparaison.

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel le cir-
cuit d’ajustement comprend :

- un premier circuit de mémorisation (Cyyax):
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adapté a mémoriser le premier signal de mesure
(Vmax) pendant au moins la durée de I'affichage
d’'une image sur I'écran matriciel en I'absence
de nouvelle mesure du premier signal de
mesure ; et

- un second circuit de mémorisation (Cpjyin)
adapté a mémoriser le second signal de mesure
(Vmin) pendant au moins la durée de I'affichage
d’'une image sur I'écran matriciel en I'absence
de nouvelle mesure du second signal de mesu-
re.

Dispositif selonla revendication 1, dans lequel le pre-
mier circuit de mesure (m;) est adapté & mesurer la
tension maximale parmi les tensions des colonnes
de I'écran matriciel, le circuit de mesure comportant
un circuit de protection (P’;) adapté a désactiver le
circuit de mesure pour chague colonne associée a
une diode électroluminescente non conductrice.

Dispositif selon la revendication 2, dans lequel les
circuits de commande de colonnes sont réalisés
sous la forme d’un miroir de courant comportant une
branche de référence (b ) et plusieurs branches de
duplication (b4 a b,)) reliées a la tension de polarisa-
tion (Vpo( ), chaque branche de duplication (b;) étant
reliée a une colonne (C;), la branche de référence
comportant un transistor de référence a effet de
champ de type PMOS (P, dont la source est con-
nectée & la tension de polarisation (Vpq, ), et dont le
drain est relié a une source de courant de référence
(42) fournissant un courant égal a un courant de lu-
minance (I_yp), la grille et le drain du transistor de
référence étant connectés ensemble et dans lequel
chaque branche de duplication (b;) du miroir de cou-
rant comporte un transistor de duplication a effet de
champ de type PMOS (P;) dont la source est con-
nectée a la tension de polarisation (Vpg ) et dont le
drain est relié & ladite colonne (C)), les grilles des
transistors de chaque branche étant connectées en-
semble.

Dispositif selon la revendication 4, dans lequel le pre-
mier circuit de mesure (m;) comprend, pour chaque
colonne (C;), un transistor de protection & effet de
champ de type PMOS (P’;) dont la source est reliée
a la tension de polarisation (Vpg, ) et dont la grille
est reliée au drain du transistor de duplication (P;)
de la branche de duplication (b;) associée a ladite
colonne et un transistor de mesure a effet de champ
de type NMOS (N;), dont le drain est relié au drain
du transistor de protection et dont la grille est reliée
a la colonne, les sources des premiers transistors
de mesure étant reliés & un point de mesure (Cy;ax)-

Dispositif selon la revendication 5, dans lequel la
branche de référence (b,s) comporte, en outre, un
transistor de puissance de référence a effet de
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champ de type PMOS (X,) dont la source est con-
nectée au drain du transistor de référence (P, la
grille et le drain du transistor de puissance de réfé-
rence étant connectés a la source de courant de ré-
férence (42), dans lequel chaque branche de dupli-
cation (b;) comporte, en outre, un transistor de puis-
sance de duplication a effet de champ de type PMOS
(X;) dont la source est connectée au drain du tran-
sistor de duplication (P;) et dont le drain est connecté
a la colonne (C;), et dont la grille est adaptée a étre
connectée au drain du transistor de puissance de
référence pour sélectionner ladite colonne, et dans
lequel le premier signal de comparaison est la ten-
sion au drain du transistor de puissance de référence

(Xref) .

Dispositif selon la revendication 4, dans lequel le se-
cond circuit de mesure comprend, pour chaque co-
lonne (C;), un transistor de mesure a effet de champ
de type PMOS (P";) dont le drain est relié & un po-
tentiel de référence (GND) et dont la grille est reliée
alacolonne (C;), les sources des seconds transistors
de mesure étantreliées a un point de mesure (Cyn)-

Dispositif selon la revendication 7, dans lequel le se-
cond signal de comparaison est égal a la tension de
polarisation (Vpg ) diminuée d’une tension constan-
te déterminée (Vcomp)-

Ecran matriciel comprenant des diodes électrolumi-
nescentes réparties en lignes et en colonnes (C)) et
des circuits de commande de colonnes adaptés a
sélectionner des colonnes pour rendre conductrices
les diodes électroluminescentes des colonnes sé-
lectionnées et d’'une ligne sélectionnée, ledit écran
matriciel comprenant en outre un dispositif de régu-
lation de latension de polarisation (Vpg, ) des circuits
de commande de colonnes selon la revendication 1.

Procédé de régulation de la tension de polarisation
(VpoL) de circuits de commande de colonnes d’'un
écran matriciel composé de diodes électrolumines-
centes réparties en lignes et en colonnes (C), les
circuits de commande de colonnes étant adaptés a
sélectionner des colonnes pour rendre conductrices
les diodes électroluminescentes des colonnes sé-
lectionnées et d’'une ligne sélectionnée de I'écran
matriciel, ledit procédé consistant a diminuer la ten-
sion de polarisation lorsque la tension la plus élevée
parmi les tensions des colonnes sélectionnées est
inférieure a une premiére tension de comparaison
et a augmenter la tension de polarisation lorsque la
tension la moins élevée parmi les tensions des co-
lonnes sélectionnées est supérieure a une seconde
tension de comparaison.

Procédé selon la revendication 10, dans lequel les
circuits de commande de colonnes sont réalisés
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sous la forme d’un miroir de courant comportant une
branche de référence (b,s) et plusieurs branches de
duplication (b, & b,)) reliées a la tension de polarisa-
tion (Vpo( ), chaque branche de duplication (b;) étant
reliée a une colonne (C;), la branche de référence
comportant un transistor de référence a effet de
champ de type PMOS (P, dont la source est con-
nectée a la tension de polarisation (Vpg, ), la grille
etle drain du transistor de référence étant connectés
ensemble, et un transistor de puissance de référen-
ce a effet de champ de type PMOS (X, dont la
source est connectée au drain du transistor de réfé-
rence, la grille et le drain du transistor de puissance
étant connectés a une source de courant de refé-
rence (42) fournissant un courant égal a un courant
de luminance (I ) prédéfini et dans lequel le pre-
mier signal de comparaison est la tension au drain
dutransistor de puissance de référence (X.) etdans
lequel le second signal de comparaison est la ten-
sion au drain du transistor de référence (P,).
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